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Fig. 1. I-V characteristics of p
+
-Si/n-4H-SiC 

junctions at room temperature. 
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【はじめに】 表面活性化ボンディング(SAB)

法[1] は、材料の格子定数や熱膨張係数による

制限なく異種材料の接合形成が可能である。

本研究では、Si/4H-SiC 接合の作製とその評

価を行ってきた[2] 。今回、我々は接合形成

後の半導体デバイスプロセスとの親和性を確

認することを目的とし、p
+
-Si/n-4H-SiC 接合

の作製、および様々な温度で接合界面のア

ニールを行い、電気特性の評価を行った。 

 

【実験方法】 オーミック電極を形成した p
+
-Si

基板 (キャリア濃度：2.6×10
19

 cm
-3

)、および

n-4H-SiC エピ基板 (エピ層 6 μm, 5.5×10
15 

cm
-3 

/ バッファ層 0.5 μm, 1×10
18

 cm
-3 

/ n
+基板)

を用いて SAB 法により接合を形成した。アニ

ー ル な し , ア ニ ー ル あ り (400℃-1min, 

700℃-1min, 1000℃-1min) の4種類の接合サ

ンプルを作製後、室温にて I-V 特性および

C-V特性の評価を行った。 

 

【測定結果】 p
+
-Si/n-4H-SiC接合の I-V特性

を図 1に示す。図 1よりアニール温度に依存し

た逆方向電流密度の減少が確認できる。同結

果はアニールによる接合界面の再結晶化 [3] 

に起因すると考えられる。また、1000℃で 1 分

間アニール後の逆方向電流密度の大きさは異

なる方法で作製された Si/SiC 接合における値 

( ~10
-4

 mA/cm
2 
at 2.5 V )

[4] の 10
-2オーダーで

あった。 
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